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(57) 요약

본 발명은 유기 전계 발광 표시 장치에 관한 것으로, 상기 유기 전계 발광 표시 장치는 다수의 서브픽셀이 정의된 제 1 기

판; 상기 제 1 기판상에 형성된 제 1 전극; 상기 제 1 전극 상의 각 서브 픽셀을 구획하는 외곽영역에 형성된 제 1 버퍼층;

상기 제 1 버퍼층 상에 형성된 중간층; 상기 중간층 상에 형성된 제 2 버퍼층; 상기 제 2 버퍼층 상에 형성된 스페이서; 상

기 스페이서를 포함하는 제 1 전극상에 형성된 유기 발광층; 및 상기 유기 발광층 상에 형성된 제 2 전극을 포함함으로써,

상기 제 2 버퍼층의 변형을 방지하여, 상기 제 2 전극의 쇼트(short) 불량을 방지할 수 있다.

대표도

도 2a

특허청구의 범위
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청구항 1.

다수의 서브픽셀이 정의된 제 1 기판;

상기 제 1 기판상에 형성된 제 1 전극;

상기 제 1 전극 상의 각 서브 픽셀을 구획하는 외곽영역에 형성된 제 1 버퍼층;

상기 제 1 버퍼층 상에 형성된 중간층;

상기 중간층 상에 형성된 제 2 버퍼층;

상기 제 2 버퍼층 상에 형성된 스페이서;

상기 스페이서를 포함하는 제 1 전극상에 형성된 유기 발광층; 및

상기 유기발광층 상에 형성된 제 2 전극을 포함하는 것을 특징으로 하는 유기 전계 발광 표시 장치.

청구항 2.

제 1 항에 있어서,

상기 중간층은 금속으로 형성된 것을 특징으로 하는 유기 전계 발광 표시 장치.

청구항 3.

제 1 항에 있어서,

상기 중간층은 Al, AlNd, Mo, Cu, ITO, IZO, Ir, Cr, Ag, Ni, Mg, Au, Pt 및 이들의 합금으로 이루어진 군에서 선택된 적어

도 하나를 포함하여 형성된 것을 특징으로 하는 유기 전계 발광 표시 장치.

청구항 4.

제 1 항에 있어서,

상기 제 1 버퍼층, 중간층 및 제 2 버퍼층에는 상기 스페이서와 이격된 영역에 트렌치가 형성된 것을 특징으로 하는 유기

전계 발광 표시 장치.

청구항 5.

제 4 항에 있어서,

상기 트렌치는 언더컷 형상으로 형성된 것을 특징으로 하는 유기 전계 발광 표시 장치.

청구항 6.

제 4 항에 있어서,
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상기 제 1 버퍼층은 상기 제 2 버퍼층에 대해 과식각된 것을 특징으로 하는 유기 전계 발광 표시 장치.

청구항 7.

제 1 항에 있어서,

상기 중간층은 500 내지 5000Å의 두께를 가지는 것을 특징으로 하는 유기 전계 발광 표시 장치.

청구항 8.

제 1 항에 있어서,

상기 제 1 버퍼층은 산화실리콘막, 질화실리콘막 및 이들의 적층막으로 이루어진 군에서 선택된 하나인 것을 특징으로 하

는 유기 전계 발광 표시 장치.

청구항 9.

제 1 항에 있어서,

상기 제 2 버퍼층은 아크릴계 수지, 벤조사이클로부텐(BCB), 폴리이미드(PI) 및 노볼락계 수지로 이루어진 군에서 선택된

적어도 하나를 포함하여 형성된 것을 특징으로 하는 유기 전계 발광 표시 장치.

청구항 10.

제 1 항에 있어서,

상기 제 1 기판과 제 1 전극 사이에 형성된 보조전극을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 유기 전계 발광 표시 장치.

청구항 11.

제 1 항에 있어서,

상기 유기발광층 상부 또는 하부에 전자주입층, 전자수송층, 정공억제층, 정공수송층 및 정공주입층으로 이루어진 군에서

선택된 적어도 하나이상을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 유기 전계 발광 표시 장치.

청구항 12.

제 1 항에 있어서,

상기 제 2 전극상에 형성된 흡습층을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 유기 전계 발광 표시 장치.

청구항 13.

제 1 항에 있어서,
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상기 제 1 기판과 일정간격으로 이격되어 배치된 제 2 기판을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 유기 전계 발광 표시 장치.

청구항 14.

제 13 항에 있어서,

상기 제 2 기판상에 적어도 하나의 박막트랜지스터가 형성된 것을 특징으로 하는 유기 전계 발광 표시 장치.

청구항 15.

다수의 서브픽셀이 정의된 제 1 기판을 제공하는 단계;

상기 제 1 기판상에 제 1 전극을 형성하는 단계;

상기 제 1 전극 상의 각 서브 픽셀을 구획하는 외곽영역에 제 1 버퍼층을 형성하는 단계;

상기 제 1 버퍼층 상에 중간층을 형성하는 단계;

상기 중간층 상에 제 2 버퍼층을 형성하는 단계;

상기 제 2 버퍼층상에 스페이서를 형성하는 단계;

상기 스페이서를 포함하는 제 1 전극상에 유기 발광층을 형성하는 단계; 및

상기 유기발광층 상에 형성된 제 2 전극을 형성하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 유기 전계 발광 표시 장치의 제

조 방법.

청구항 16.

제 15 항에 있어서,

상기 중간층 상에 제 2 버퍼층을 형성하는 단계이후에,

상기 제 2 버퍼층에 상기 중간층의 일부분을 노출하는 제 1 개구부를 형성하는 단계;

상기 중간층에 상기 제 1 개구부를 통해 노출된 영역의 중간층을 식각하여 제 2 개구부를 형성하는 단계;

상기 버퍼층에 상기 제 2 개구부에 대응된 영역의 제 1 버퍼층을 식각하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 유기 전

계 발광 표시 장치의 제조 방법.

청구항 17.

제 15 항에 있어서,

상기 중간층을 형성하는 단계에서,

상기 중간층에 제 1 버퍼층의 일부분을 노출하는 제 1 개구부를 형성하는 것을 특징으로 하는 유기 전계 발광 표시 장치의

제조 방법.
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청구항 18.

제 17 항에 있어서,

상기 중간층 상에 제 2 버퍼층을 형성하는 단계이후에,

상기 제 1 개구부를 노출하도록, 상기 제 2 버퍼층에 제 2 개구부를 형성하는 단계;

상기 제 1 버퍼층에 상기 제 2 개구부에 대응된 영역의 상기 제 1 버퍼층을 식각하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하

는 유기 전계 발광 표시 장치의 제조 방법.

청구항 19.

제 16 항 또는 제 18 항에 있어서,

상기 버퍼층에 상기 제 2 개구부에 대응된 영역의 제 1 버퍼층을 식각하는 단계에서 상기 제 1 버퍼층은 상기 제 2 개구부

에 대해 과식각하는 것을 특징으로 하는 유기 전계 발광 표시 장치의 제조 방법.

청구항 20.

제 15 항에 있어서,

상기 중간층은 금속을 증착하여 형성하는 것을 특징으로 하는 유기 전계 발광 표시 장치의 제조 방법.

청구항 21.

제 15 항에 있어서,

상기 중간층은 500 내지 5000Å의 두께로 형성하는 것을 특징으로 하는 유기 전계 발광 표시 장치의 제조 방법.

청구항 22.

제 15 항에 있어서,

상기 제 1 버퍼층은 산화실리콘막, 질화실리콘막 및 이들의 적층막으로 이루어진 군에서 선택된 하나로 형성한 것을 특징

으로 하는 유기 전계 발광 표시 장치의 제조 방법.

청구항 23.

제 15 항에 있어서,

상기 제 2 버퍼층은 아크릴계 수지, 벤조사이클로부텐(BCB), 폴리이미드(PI) 및 노볼락계 수지로 이루어진 군에서 선택된

적어도 하나를 포함하여 형성하는 것을 특징으로 하는 유기 전계 발광 표시 장치의 제조 방법.
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청구항 24.

제 15 항에 있어서,

상기 제 1 기판상에 제 1 전극을 형성하는 단계이전에, 상기 제 1 기판상에 보조전극을 형성하는 단계를 더 포함하는 것을

특징으로 하는 유기 전계 발광 표시 장치의 제조 방법.

청구항 25.

제 15 항에 있어서,

상기 스페이서를 포함하는 제 1 기판상에 유기 발광층을 형성하는 단계이전에 또는 이후에, 전자주입층, 전자수송층, 정공

억제층, 정공수송층 및 정공주입층으로 이루어진 군에서 선택된 적어도 하나이상을 더 형성하는 단계를 더 포함하는 것을

특징으로 하는 유기 전계 발광 표시 장치의 제조 방법.

명세서

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 유기 전계 발광 표시 장치에 관한 것으로, 특히, 각 서브픽셀간의 쇼트불량을 방지할 수 있는 듀얼 패널 타입의

유기 전계 발광 표시 장치 및 그 제조방법에 관한 것이다.

유기 전계 발광 표시 장치는 전자(electron)와 정공(hole)이 반도체 안에서 전자-정공 쌍을 만들거나 캐리어(carrier)들이

좀더 높은 에너지 상태로 여기된 후 다시 안정화 상태인 바닥상태로 떨어지는 과정을 통해 빛이 발생하는 현상을 이용한

다.

이와 같이, 상기 유기 전계 발광 표시 장치는 자체발광형이기 때문에 액정 표시 장치와 같이 백라이트가 필요하지 않으므

로 경량 박형이 가능하다. 또한, 저전압 구동, 높은 발광 효율, 넓은 시야각 및 빠른 응답속도등의 장점을 가지고 있어 고화

질의 동영상을 구현하는데 유리하다.

특히, 상기 유기 전계 발광 표시 장치의 제조공정에는, 액정표시장치나 PDP(Plasma Display Panel)와 달리 증착 및 봉지

(encapsulation) 장비가 전부라고 할 수 있기 때문에, 공정이 매우 단순하다.

또한, 각 화소마다 스위칭 소자인 박막트랜지스터를 가지는 액티브 매트릭스방식으로 유기 전계 발광 표시 장치를 구동하

게 되면, 낮은 전류를 인가하더라도 동일한 휘도를 나타내므로 저소비 전력, 고정세, 대형화가 가능한 장점을 가진다.

도 1은 종래의 유기 전계 발광 표시 장치에 대한 개략적인 단면도로서, 이는 하부 발광방식으로 동작하는 액티브 매트릭스

방식의 단면 구조를 나타내고 있다.

도 1을 참조하여 설명하면, 박막트랜지스터(Tr)가 형성된 기판(10)이 위치한다. 상기 박막트랜지스터(Tr)는 게이트 전극

(15), 액티브층(25) 및 소스/드레인 전극(27a, 27b)을 포함한다.

이후에, 상기 드레인 전극(27b)의 일부분을 노출하는 콘텍홀을 구비한 보호막(20)이 위치한다.

상기 보호막(20)에 형성된 상기 콘텍홀을 통하여 상기 드레인 전극(27b)과 전기적으로 연결된 제 1전극(30)이 위치한다.
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상기 제 1 전극(30)에 서브픽셀이 정의된 절연막(40)이 위치하고, 상기 서브픽셀의 제 1 전극(30) 상에 유기 발광층(50)이

위치한다. 상기 유기 발광층(50) 상에 공통전극으로 제 2 전극(60)이 형성된다. 여기서, 상기 제 1, 제 2 전극(30, 60)은 상

기 유기 발광층(50)이 광을 방출할 수 있도록 전계를 인가하는 역할을 한다.

이후, 상기 기판(10)상에 형성된 유기 전계 발광 다이오드 소자(E)를 외부의 습기 및 산소로부터 보호하기 위해, 상기 기판

(10)의 외곽부에 실란트(70)를 도포한뒤, 상기 유기 전계 발광 다이오드 소자(E)에 대향되도록 봉지기판(80)을 합착하는

봉지공정을 수행함으로써 유기 전계 발광 표시 장치가 제조된다.

즉, 이와 같은 유기 전계 발광 표시 장치는, 상기 어레이 소자 및 유기 전계 발광 다이오드 소자가 형성된 기판과 별도의 봉

지기판의 합착을 통해 형성된다. 이때, 상기 어레이 소자의 수율과 유기 전계 발광 다이오드 소자의 수율의 곱이 유기 전계

발광 표시 장치의 수율을 결정하기 때문에, 후반 공정에 해당되는 유기 전계 발광 다이오드 소자의 제조 공정에 의해 전체

공정 수율이 크게 제한된다. 예를 들어, 어레이 소자가 양호하게 형성되었다 하더라도, 1000Å 정도의 박막을 사용하는 유

기 발광층의 형성 시 이물이나 기타 다른 요소에 의해 불량이 발생하게 되면, 유기 전계 발광 표시 장치는 불량 등급으로

판정된다.

이로 인하여, 양품의 어레이 소자를 제조하는데 소요되었던 제반 경비 및 재료비 손실이 초래되고, 생산 수율이 저하되는

문제점이 있다.

또한, 하부발광방식의 유기 전계 발광 표시 장치는 봉지공정에 의한 안정성 및 공정의 자유도가 높은 반면 개구율의 제한

이 있어 고해상도 제품에 적용하기 어려운 문제점이 있다. 이와 달리, 상부발광방식의 유기 전계 발광 표시 장치는 박막트

랜지스터 설계가 용이하고 개구율 향상이 가능하기 때문에 제품수명 측면에서 유리하다. 그러나, 종래의 상부발광방식의

유기 전계 발광 표시 장치에서는 유기발광층 상부에 통상적으로 음극이 위치함에 따라 재료선택폭이 좁기 때문에 투과도

가 제한되어 광효율이 저하되는 등의 문제점이 있다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명은 박막트랜지스터와 유기 전계 발광 다이오드 소자의 수율이 서로 영향을 받지 않도록 형성하여, 불량률 및 생산

관리 효율을 증대시킬 수 있는 유기 전계 발광 표시 장치 및 그의 제조 방법을 제공함에 그 목적이 있다.

또한, 광효율이 향상된 상부발광방식의 유기 전계 발광 표시 장치 및 그의 제조 방법을 제공함에 다른 목적이 있다.

또한, 각 서브픽셀간의 쇼트불량을 방지할 수 있는 유기 전계 발광 표시 장치 및 그의 제조 방법을 제공함에 또 다른 목적

이 있다.

발명의 구성

상기 기술적 과제를 이루기 위하여 본 발명의 일 측면은 유기 전계 발광 표시 장치를 제공한다. 상기 유기 전계 발광 표시

장치는 다수의 서브픽셀이 정의된 제 1 기판; 상기 제 1 기판상에 형성된 제 1 전극; 상기 제 1 전극 상의 각 서브 픽셀을

구획하는 외곽영역에 형성된 제 1 버퍼층; 상기 제 1 버퍼층 상에 형성된 중간층; 상기 중간층 상에 형성된 제 2 버퍼층; 상

기 제 2 버퍼층 상에 형성된 스페이서; 상기 스페이서를 포함하는 제 1 전극상에 형성된 유기 발광층; 및 상기 유기 발광층

상에 형성된 제 2 전극을 포함한다.

상기 기술적 과제를 이루기 위하여 본 발명의 다른 일 측면의 유기 전계 발광 표시 장치의 제조 방법을 제공한다. 상기 제

조 방법은 다수의 서브픽셀이 정의된 제 1 기판을 제공하는 단계; 상기 제 1 기판상에 제 1 전극을 형성하는 단계; 상기 제

1 전극 상의 각 서브 픽셀을 구획하는 외곽영역에 제 1 버퍼층을 형성하는 단계; 상기 제 1 버퍼층 상에 중간층을 형성하는

단계; 상기 중간층 상에 제 2 버퍼층을 형성하는 단계; 상기 제 2 버퍼층상에 스페이서를 형성하는 단계; 상기 스페이서를

포함하는 제 1 전극상에 유기 발광층을 형성하는 단계; 및 상기 유기 발광층 상에 형성된 제 2 전극을 형성하는 단계를 포

함한다.

이하, 본 발명에 의한 유기 전계 발광 표시 장치의 도면을 참고하여 상세하게 설명한다. 다음에 소개되는 실시예들은 당업

자에게 본 발명의 사상이 충분히 전달될 수 있도록 하기 위해 예로서 제공되어지는 것이다. 따라서, 본 발명은 이하 설명되

어지는 실시예들에 한정되지 않고 다른 형태로 구체화될 수도 있다. 그리고, 도면들에 있어서, 장치의 크기 및 두께 등은

편의를 위하여 과장되어 표현될 수도 있다. 명세서 전체에 걸쳐서 동일한 참조번호들은 동일한 구성요소들을 나타낸다.
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도 2a 내지 도 2c는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 유기 전계 발광 표시 장치의 단면을 도시한 도면들이다.

도 2a를 참조하여, 상기 유기 전계 발광 표시 장치를 설명한다.

상기 유기 전계 발광 표시 장치는 서로 일정간격으로 이격되어 배치된 제 1 기판(100)과 제 2 기판(200)을 포함한다.

여기서, 상기 제 1 기판(100)의 내측에는 유기 전계 발광 다이오드 소자(E)가 형성되어 있다. 또, 상기 제 2 기판(200)의

내측에는 박막트랜지스터(Tr)가 형성되어 있다.

이때, 상기 제 1 기판(100)과 제 2 기판(200)사이에 개재된 스페이서(145)에 의해 상기 유기 전계 발광 다이오드 소자(E)

와 상기 박막트랜지스터(Tr)는 전기적으로 연결되어 있다. 또, 상기 스페이서(145)에 의해, 상기 두 기판은 일정한 간격을

유지할 수 있다.

이로써, 상기 박막트랜지스터(Tr)의 구동에 의해서, 상기 유기 전계 발광 다이오드 소자(E)는 발광하게 되고, 상기 제 2 기

판(200)으로 광이 방출되어, 사용자에게 화상을 제공할 수 있다.

상기 유기 전계 발광 다이오드 소자(E)가 형성된 제 1 기판(100)과 상기 박막트랜지스터(Tr)가 형성된 제 2 기판(200)을

분리하여 도시한, 도 2b와 도 2c를 참조하여 더욱 자세하게 설명한다.

도 2b를 참조하여, 유기 전계 발광 다이오드 소자(E)가 형성된 제 1 기판(100)을 설명한다.

먼저, 제 1 기판(100)이 위치한다, 상기 제 1 기판(100)은 다수의 서브픽셀로 정의되어 있다. 상기 제 1 기판(100)은 투명

한 물질로, 유리 기판 또는 플라스틱 기판일 수 있으나, 본 발명의 실시예에서 한정하는 것은 아니다.

상기 제 1 기판(100) 상에 제 1 전극(110)이 위치한다. 이때, 상기 제 1 전극(110)은 투명성 도전 물질로 이루어질 수 있

다. 이를테면, 상기 제 1 전극(110)은 ITO 또는 IZO로 이루어질 수 있다.

이로써, 상기 제 1 기판(100)으로 광이 방출되는 경우, 즉 상부 발광형의 유기 전계 발광 표시 장치에서 상부에 투과율이

뛰어난 제 1 전극(110)이 위치하게 되므로, 광 효율을 향상시킬 수 있다.

더 나아가, 상기 제 1 기판(100)상에 상기 제 1 전극(110)과 전기적으로 연결된 보조전극(105)이 더 위치할 수 있다. 여기

서, 상기 보조전극(105)은 상기 제 1 전극(110)의 저항차를 줄이는 역할을 한다. 이는 상기 제 1 전극(110)이 상술한 바와

같이, 저항이 큰 물질로 이루어지기 때문에, 휘도가 불균일해 질 수 있기 때문이다.

여기서, 상기 보조전극(105)은 상기 제 1 전극(110)보다 저항이 낮은 금속으로, 이를테면, Al, AlNd, Mo 또는 Cr로 이루

어진 군에서 선택된 적어도 하나의 물질로 이루어질 수 있다.

상기 제 1 전극(110)상에 제 1 버퍼층(115), 중간층(125) 및 제 2 버퍼층(135)이 적층되어, 각 서브 픽셀을 정의하며, 후

술할 제 2 전극(130)을 각 서브픽셀단위로 분리하는 세퍼레이터(separator) 역할을 수행한다.

즉, 상기 제 1 버퍼층(115), 중간층(125) 및 제 2 버퍼층(135)은 상기 각 서브 픽셀을 구획하는 외곽영역에 위치하고, 상기

제 1 버퍼층(115), 중간층(125) 및 제 2 버퍼층(135)의 일부분에 트렌치(P)가 형성된다. 이때, 상기 트렌치(P)는 상기 제 2

전극(130)의 세퍼레이터 역할을 수행하는데 유리한 구조로 상기 제 1 버퍼층(115)이 언더컷 된 형상을 가지는 것이 바람

직하다. 즉, 상기 트렌치(P)가 형성될 경우, 상기 제 1 버퍼층(115)이 상기 중간층(125) 및 상기 제 2 버퍼층(135)에 비해

과식각되어 형성할 수 있다.

상기 제 1 버퍼층(115)은 무기막으로 이루어질 수 있다. 이를테면, 상기 제 1 버퍼층(115)은 산화 실리콘막, 질화 실리콘

막 및 이들의 적층막으로 이루어진 군에서 선택된 적어도 하나일 수 있다.

상기 제 2 버퍼층(135)은 유기절연체로 이루어질 수 있다. 이때, 상기 제 2 버퍼층(135)은 감광성 수지로 이루어지는 것이

바람직하다. 이를테면, 상기 제 2 버퍼층(135)은 아크릴계 수지, 벤조사이클로부텐(BCB), 폴리이미드(PI) 및 노볼락계 수

지로 이루어진 군에서 선택된 적어도 하나를 포함하여 형성할 수 있다.

공개특허 10-2007-0070408

- 8 -



상기 중간층(125)은 상기 제 2 버퍼층(135)의 변형을 방지하는 역할을 하여, 각 서브픽셀 간의 쇼트(short) 불량을 방지하

는 역할을 수행한다.

이는, 상기 제 1 버퍼층(115)과 상기 제 2 버퍼층(135)에 트렌치(P)를 형성한 뒤, 후속공정에서 열처리와 같은 경화공정을

수행하게 된다. 상술한 바와 같이, 상기 제 2 버퍼층(135)이 유기물질로 이루어지는 바, 열처리 공정에서, 상기 제 2 버퍼

층(135)이 붕괴될 수 있다. 이로 인하여, 상기 트렌치(P)에 상기 제 2 버퍼층(135)의 형성물질로 채워지거나, 상기 제 1 버

퍼층(115)의 언더컷 형상이 완만해질 수 있다. 이와 같은, 상기 제 2 버퍼층(135)의 변형으로 인하여, 상기 제 2 전극(130)

이 각 서브픽셀 단위로 분리될 수 없게 되어 각 서브픽셀간 쇼트(short)불량을 발생시킬 수 있기 때문이다.

이로써, 상기 제 1 버퍼층(115)과 제 2 버퍼층(135) 사이에, 상기 중간층(125)이 개재되어, 상기 제 2 버퍼층(135)이 붕괴

되는 것을 방지한다.

상기 중간층(125)은 상기 제 2 버퍼층(135)을 지지할 수 있으며, 쉽게 변형이 되지 않는 물질로, 상기 중간층(125)은 금속

으로 형성될 수 있다. 이를테면, 상기 중간층(125)은 Al, AlNd, Mo, Cu, ITO, IZO, Ir, Cr, Ag, Ni, Mg, Au, Pt 및 이들의

합금으로 이루어진 군에서 선택된 적어도 하나를 포함하여 이루어질 수 있다.

이때, 상기 중간층(125)은 상기 제 2 버퍼층(135)을 지지할 수 있을 정도의 두께를 고려하여, 500 내지 5000Å의 두께를

가질 수 있다. 이때, 상기 중간층(125)의 두께가 두꺼울 수록 상기 제 2 버퍼층(135)을 지지하는데 유리하겠지만, 상기 중

간층(125)을 너무 두껍게 형성하게 되면, 상기 트렌치를 형성하기 위한 에칭 시간이 길어지게 되어 공정시간이 증가될 수

있다. 또, 에칭시간이 길어짐에 따라, 상기 제 2 버퍼층(135)에 대해 상기 중간층(125)이 언더컷되어, 상기 제 2 버퍼층

(135)을 지지하는 역할을 수행할 수 없게 된다.

상기 제 2 버퍼층(135)상에 상기 제 1 기판(100)과 상기 제 2 기판(200)간의 일정한 갭을 유지하며, 상기 제 1 기판(100)

에 형성된 유기 전계 발광 다이오드 소자(E)와 상기 제 2 기판(200)의 박막트랜지스터(Tr)가 전기적으로 연결하는 다리역

할을 하는 스페이서(145)가 위치한다. 상기 스페이서(145)는 유기 절연체로 형성될 수 있으며, 공정의 편의상 감광성 수지

로 형성하는 것이 바람직하다. 이를테면, 상기 스페이서(145)는 아크릴계 수지, 벤조사이클로부텐(BCB), 폴리이미드(PI)

및 노볼락계 수지로 이루어진 군에서 선택된 적어도 하나를 포함하여 형성할 수 있다.

상기 스페이서(145)를 포함하는 상기 제 1 전극(110)상에 유기발광층(120)이 위치한다.

상기 유기 발광층(120)은 그 상부면 또는 하부면에 정공 주입층, 정공 수송층, 정공 억제층, 전자 수송층 및 전자 주입층으

로 이루어진 군에서 선택된 적어도 하나 이상의 유기층을 더 포함할 수 있다. 이로써, 상기 제 1 전극(110), 유기 발광층

(120) 및 제 2 전극(130)의 각각 경계면에서의 에너지 레벨을 적절하게 조절해주어, 상기 유기 발광층(120)으로 전자와

정공을 효율적으로 주입시킬 수 있다. 이로써, 완성된 유기 전계 발광 표시 장치의 발광 효율을 향상시킬 수 있다.

상기 유기 발광층(120)상에 제 2 전극(130)이 위치한다. 이때, 상기 제 2 전극(130)은 상술한 바와 같이, 상기 제 1 버퍼층

(115), 중간층(125) 및 제 2 버퍼층(135)에 형성된 트렌치(P)에 의해 각 서브픽셀 단위로 분리되어 있다.

상기 제 2 전극(130)은 반사성을 가지는 도전물질로, Mg, Ca, Al, Ag, Ba 및 이들의 합금으로 이루어진 군에서 선택된 하

나의 물질로 이루어질 수 있다.

도면에는 도시하지 않았으나, 상기 제 2 전극(130) 상부에 흡습층이 더 구비될 수 있다. 이는 상기 유기 발광층(120)이 수

분 또는 산소와 반응하여, 상기 유기 발광층(120)을 이루는 물질의 화학 구조식이 변하게 되어 발광 특성이 소멸될 수 있

다. 이로 인하여, 화소의 한 부분이 발광하지 않는 흑점이 발생할 수 있다. 더군다나, 상기 흑점은 시간이 지남에 따라 증가

하게 되어, 결국에는 한 서브픽셀은 광이 나오지 않게 되어 완성된 유기 전계 발광 표시 장치의 불량을 일으킬 수 있으며,

수명이 줄어든다. 이로써, 상기 흡습층을 더 형성하여 이를 해결하고자 함이다. 이때, 상기 흡습층은 산화바륨, 산화칼슘,

산화알루미늄, 황산리튬, 황산나트륨, 황산칼슘, 황산마그네슘. 황산코발트, 황산갈륨, 황산티타늄, 염화칼슘, 질산 칼슘으

로 이루어진 군에서 선택된 하나 이상의 물질로 이루어질 수 있다.

이때, 상기 흡습층은 상기 박막트랜지스터(Tr)와의 접촉 불량을 방지하기 위하여, 상기 스페이서(145)의 꼭지부, 즉, 상기

박막트랜지스터(Tr)와 접촉하는 영역에는 형성하지 않는 것이 바람직하다.

한편, 도 2c를 참조하여 박막트랜지스터(Tr)가 형성된 제 2 기판(200)을 설명한다.
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도면에는 도시하지 않았으나, 상기 제 2 기판(200)은 서로 교차되어 배치되는 다수의 게이트 배선과 데이터 배선이 위치하

고, 상기 두 배선에 의해 다수의 서브픽셀이 정의된다. 이때, 상기 두 배선의 교차지점, 즉, 상기 각 서브픽셀에는 박막트랜

지스터(Tr)가 구비된다. 도면에는 각 서브픽셀에 하나의 박막트랜지스터가 형성된 것으로 도시하였으나, 이에 한정되지

아니하고, 적어도 하나의 박막트랜지스터와 캐패시터가 더 형성되어 있을 수 있다. 그러나, 설명의 편의상 생략하여 설명

한다.

자세하게, 상기 제 2 기판(200)상에 게이트 전극(205)이 위치한다. 상기 게이트 전극(205)을 포함하는 상기 제 2 기판

(200)상에 게이트 절연막(210)이 위치한다. 여기서, 상기 게이트 절연막(210)은 산화실리콘막, 질화실리콘막 또는 이들의

적층막일 수 있다.

상기 게이트 전극(205)에 대응된 상기 게이트절연막(210)상에 액티브층(215)이 위치한다. 여기서, 상기 액티브층(215)은

비정질 실리콘으로 이루어진 채널층(215a)과, 불순물이 도핑된 비정질 실리콘으로 이루어진 오믹콘텍층(215b)으로 이루

어질 수 있다.

상기 액티브층(215) 양단부상에 이격되어 배치된 소스/드레인 전극(225a, 225b)이 위치한다. 상기 소스/드레인 전극

(225a, 225b)은 Al, AlNd, Mo, Cr로 이루어진 군에서 선택된 적어도 하나로 이루어질 수 있다.

이로써, 상기 제 2 기판(200)상에 게이트 전극(205), 액티브층(215) 및 소스/드레인 전극(225a, 225b)을 포함하는 박막트

랜지스터(Tr)가 위치한다.

여기서, 본 발명의 실시예에서는 상기 박막트랜지스터(Tr)가 비정질 실리콘으로 이루어진 바텀 게이트형 박막트랜지스터

에 한정하여 도시하여 설명하였으나, 이에 한정되지 아니하고, 현재 공지된 여러 형태의 박막트랜지스터가 채용될 수 있

다.

상기 박막트랜지스터(Tr)를 포함하는 상기 제 2 기판(200)상에 상기 드레인 전극(225b)을 노출하는 콘텍홀이 형성된 보

호막(220)이 위치한다. 여기서, 상기 보호막(220)은 아크릴계 수지, 벤조사이클로부텐(BCB), 산화실리콘, 질화실리콘으

로 이루어진 군에서 선택된 적어도 하나로 이루어질 수 있다.

또한, 상기 콘텍홀을 통해 노출된 상기 드레인 전극(225b)과 전기적으로 연결된 연결전극(도면에는 도시하지 않음.)이 더

위치할 수 있다.

도 3a 내지 도 3i는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 유기 전계 발광 표시 장치의 제조 공정을 설명하기 위해 도시한 공정도

들이다.

도 3a를 참조하면, 먼저, 다수의 서브픽셀로 정의된 제 1 기판(100)을 제공한다. 상기 제 1 기판(100)은 유리 기판 또는 플

라스틱 기판으로, 투명한 재질로 선택하는 것이 바람직하다.

상기 제 1 기판(100)상에 저 저항체의 도전물질을 증착한 뒤, 패터닝하여 보조전극(105)을 형성한다. 상기 보조전극(105)

은 후속 공정에서 형성되는 제 1 전극(110)의 저항차를 줄이는 역할을 한다. 상기 보조전극(105)은 Al, AlNd, Mo 또는 Cr

로 이루어진 군에서 선택된 적어도 하나의 물질일 수 있다.

상기 보조전극(105)를 포함하는 제 1 기판(100) 상에 투명성의 도전물질을 증착한 뒤, 패터닝하여 제 1 전극(110)을 형성

한다. 이를테면, 상기 투명성의 도전물질은 ITO 또는 IZO일 수 있다.

여기서, 상부발광형의 유기 전계 발광 표시 장치에 있어서, 상기 제 1 기판(100)으로 광이 방출된다. 이때, 상부에 위치하

는 상기 제 1 전극(110)이 투명전극으로 구비됨에 따라, 종래의 상부발광형의 유기 전계 발광 표시 장치보다 투과율이 뛰

어나며, 이로 인하여, 광 효율을 더욱 향상시킬 수 있다.

도 3b를 참조하면, 상기 제 1 전극(110)상에 무기막을 형성한 뒤, 패터닝하여 제 1 버퍼층(115)을 형성한다. 상기 제 1 버

퍼층(115)은 각 서브픽셀을 구획하는 외곽영역에 위치한다. 이때, 상기 제 1 버퍼층(115)은 산화실리콘막, 질화실리콘막

및 이들의 적층막으로 이루어진 군에서 선택된 적어도 하나일 수 있다.
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도 3c를 참조하면, 상기 제 1 버퍼층(115)상에 후속공정에서 형성되는 제 2 버퍼층이 변형되는 것을 방지하기 위한 중간

층(125)을 형성한다. 이는, 상기 제 2 버퍼층에 트렌치를 형성한 뒤 또는 스페이서의 형성 공정에서 수행하는 열처리 공정

에 의해서 제 2 버퍼층이 변형될 수 있다. 이와 같은 제 2 버퍼층의 변형으로 인하여, 후속 공정에서 형성하는 제 2 전극을

각 서브픽셀 단위로 분리하는 역할을 수행하지 못하게 되어, 각 서브픽셀간 쇼트(short) 불량을 발생할 수 있기 때문이다.

이때, 상기 중간층(125)은 금속을 증착한 뒤, 패터닝하여 형성할 수 있다. 이를테면, 상기 중간층(125)은 Al, AlNd, Mo,

Cu, ITO, IZO, Ir, Cr, Ag, Ni, Mg, Au, Pt 및 이들의 합금으로 이루어진 군에서 선택된 적어도 하나를 포함하여 형성할 수

있다.

여기서, 상기 중간층(125)은 상술한 바와 같이, 제 2 버퍼층을 지지하는데 효율성을 고려하여 500 내지 5000Å의 두께로

형성할 수 있다.

도 3d를 참조하면, 상기 중간층(125) 상에 유기 절연막을 형성한 뒤, 패터닝하여 제 2 버퍼층(135)을 형성한다. 이때, 상기

제 2 버퍼층(135)은 상기 중간층(125)의 일부분을 노출하는 제 1 개구부(P1)가 더 형성될 수 있다. 여기서, 상기 유기 절

연막은 제조 공정의 편의상 감광성 수지로 형성될 수 있다. 이를테면, 상기 제 2 버퍼층(135)은 아크릴계 수지, 벤조사이클

로부텐(BCB), 폴리이미드(PI) 및 노볼락계 수지로 이루어진 군에서 선택된 적어도 하나를 포함하여 형성할 수 있다.

즉, 상기 유기 절연막 상으로 마스크를 제공한 뒤, 노광 및 현상 공정을 거쳐, 제 2 버퍼층(135)을 형성할 수 있다.

도 3e를 참조하면, 상기 제 1 개구부(P1)에 노출된 상기 중간층(125)을 식각하여 상기 제 1 버퍼층(115)의 일부분을 노출

하는 제 2 개구부(P2)를 형성한다. 이때, 상기 중간층(125)의 일부분은 습식식각법에 의해 제거되어, 상기 제 2 개구부

(P2)를 형성할 수 있다.

도 3f를 참조하면, 상기 제 2 개구부(P2)에 노출된 제 1 버퍼층(115)을 일부분 식각하여 형성되는 홈(P3) 또는 상기 제 1

전극(110)을 노출하는 개구부(P3)를 형성한다. 여기서, 상기 제 1 버퍼층(115)은 건식식각법에 의해 식각될 수 있다. 이로

써, 상기 제 1 버퍼층(115), 중간층(125) 및 제 2 버퍼층(135)에 후속 공정에서 형성되는 제 2 전극을 각 서브픽셀 단위로

분리하기 위한 트렌치(P)가 형성된다.

여기서, 상기 제 1 버퍼층(115)은 상기 제 2 버퍼층(135) 또는 상기 중간층(125)에 대해 과식각하여, 언더컷 형상을 가지

는 트렌치(P)를 형성한다. 이로써, 상기 제 2 전극(130)을 효율적으로 각 서브픽셀 단위로 분리할 수 있다.

이후에, 열처리 공정을 수행하여, 경화공정을 거친다. 이때, 상기 중간층(125)에 의해, 상기 제 2 버퍼층(135)을 지지해주

므로, 상기 제 2 버퍼층(135)이 붕괴되는 것과 같은 변형을 방지할 수 있다.

도 3g를 참조하면, 상기 제 2 버퍼층(135) 상에 절연막을 형성한 뒤, 패터닝하여 스페이서(145)를 형성한다. 상기 절연막

은 감광성 수지로, 아크릴계 수지, 벤조사이클로부텐(BCB), 폴리이미드(PI) 및 노볼락계 수지로 이루어진 군에서 선택된

적어도 하나로 형성될 수 있다.

이후, 상기 스페이서(145)에 열처리를 수행하여, 경화공정을 더 수행할 수 있다.

도 3h를 참조하면, 상기 제 1 전극(110)상에 유기 발광층(120)을 형성한다. 여기서, 상기 유기 발광층(120)은 저분자 물질

또는 고분자 물질일 수 있다. 이때, 상기 유기 발광층(120)이 저분자 물질일 경우에 있어서, 진공 증착법을 수행하여 형성

할 수 있으며, 고분자 물질일 경우에 있어서, 잉크젯 프린팅 방법을 수행하여 형성할 수 있다. 이때, 상기 유기 발광층(120)

을 형성하기 전에 또는 후에 정공 주입층, 정공 수송층, 정공 억제층, 전자 수송층 및 전자 주입층으로 이루어진 군에서 선

택된 적어도 하나의 유기층을 더 형성할 수 있다.

이후, 상기 유기 발광층(120)상에 제 2 전극(130)을 형성한다. 이때, 상기 제 2 전극(130)은 도전물질을 증착하는 과정에

서, 상기 제 1 버퍼층(115), 중간층(125) 및 제 2 버퍼층(135)에 형성된 트렌치(P)에 의해, 각 서브픽셀 단위로 자동적으로

분리되어 형성된다.

이로써, 별도의 패터닝 공정을 수행하지 않고, 상기 제 2 전극(130)을 형성할 수 있다. 이때, 상기 제 2 전극(130)은 상기

스페이서(145) 상부에도 형성되는 바, 상기 스페이서(145)에 의해 상기 제 2 전극(130)의 일부분은 상부로 돌출되어, 후

술할 제 2 기판(도 3i의 200)의 소자와 전기적으로 연결된다.
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도면에는 도시되지 않았으나, 상기 제 2 전극(130)상에 흡습층을 더 형성하여, 상기 유기 발광층(120)을 수분으로부터 보

호할 수 있다.

도 3i를 참조하면, 박막트랜지스터(Tr)가 형성된 제 2 기판(200)을 제공한다.

이후, 상기 제 1 기판(100) 또는 상기 제 2 기판(200)의 외곽부에 실 패턴을 도포한 뒤, 상기 제 1 기판(100)의 유기 전계

발광 다이오드 소자(E)와 상기 제 2 기판(200)의 박막 트랜지스터(Tr)가 서로 대향되도록, 상기 제 1 기판(100)과 상기 제

2 기판(200)을 합착하여, 유기 전계 발광 표시 장치를 제조할 수 있다.

도 4a 내지 도 4f는 본 발명의 제 3 실시예에 따른 유기 전계 발광 표시 장치의 제조 방법을 도시한 공정도들이다. 여기서,

상기 제조 방법은 중간층에 개구부를 형성하는 방법을 제외하고, 상기 제 3 실시예와 동일한 공정을 수행하여, 유기 전계

발광 표시 장치를 제조한다. 이에 따라, 동일한 참조번호는 동일한 구성요소를 지칭하며, 설명의 편의상 반복되는 설명은

생략하여 기술한다.

도 4a를 참조하여 설명하면, 다수의 서브픽셀로 정의된 제 1 기판(100)을 제공한다. 상기 제 1 기판(100)상에 후속공정에

서 형성되는 제 1 전극(110)의 저항차를 낮추어 주는 역할을 하는 보조전극(105)을 형성한다.

상기 보조전극(105)를 포함하는 제 1 기판(100) 상에 투명성의 도전물질을 증착한 뒤, 패터닝하여 제 1 전극(110)을 형성

한다. 이를테면, 상기 투명성의 도전물질은 ITO 또는 IZO일 수 있다.

도 4b를 참조하면, 상기 제 1 전극(110)상에 무기막을 형성한 뒤, 패터닝하여 제 1 버퍼층(115)을 형성한다. 상기 제 1 버

퍼층(115)은 각 서브픽셀을 구획하는 외곽영역에 위치한다. 이때, 상기 무기막은 산화실리콘막, 질화실리콘막 및 이들의

적층막으로 이루어진 군에서 선택된 적어도 하나일 수 있다.

도 4c를 참조하면, 상기 제 1 버퍼층(115) 상에 금속을 증착한 뒤, 패터닝하여 중간층(125)을 형성한다. 이와 동시에, 상기

중간층(125)은 상기 제 1 버퍼층(115)을 일부분 노출하는 제 1 개구부(H1)가 형성될 수 있다.

이로써, 상기 중간층(125)에 제 1 개구부(H1)를 형성하기 위한, 마스크를 추가하지 않아도 된다.

도 4d를 참조하면, 상기 중간층(125)상에 제 2 버퍼층(135)을 형성한다. 이와 동시에, 상기 제 2 버퍼층(135)에 상기 제 1

개구부(H1)에 대응되는 제 2 개구부(H2)가 형성될 수 있다. 이때, 상기 제 2 개구부(H2)에 의해, 상기 제 1 버퍼층(115)의

일부분이 노출된다.

도 4e를 참조하면, 상기 제 2 개구부(H2)에 의해 노출된 제 1 버퍼층(115)을 식각하여, 홈(H3) 또는 개구부(H3)를 형성함

으로써, 후속 공정에서 제 2 전극을 각 서브픽셀 단위로 분리하기 위한 트렌치(H)가 형성된다.

이때, 상기 트렌치(H)는 상기 제 1 버퍼층(115)이 상기 제 2 버퍼층(135)에 비해 과식각하여 형성하는 것이 바람직하다.

즉, 상기 트렌치(H)는 언더컷 형상을 가지도록 형성한다.

도 4f를 참조하면, 상기 제 2 버퍼층(135) 상에 스페이서(145)를 형성한다. 이후, 상기 제 1 전극(110)상에 유기 발광층

(120) 및 제 2 전극(130)을 순차적으로 형성한다.

상기 제 2 전극(130)을 증착하는 공정에서, 상기 트렌치(H)에 의해 각 서브픽셀 단위로 자동적으로 분리되어 형성된다.

이후, 도면에는 도시하지 않았으나, 상기 유기 전계 발광 다이오드 소자(E)가 형성된 제 1 기판과 박막트랜지스터(Tr)가

형성된 제 2 기판을 합착하여 유기 전계 발광 표시 장치를 제조할 수 있다.

발명의 효과

상기한 바와 같이 본 발명의 유기 전계 발광 표시 장치는 박막트랜지스터와 유기 전계 발광 다이오드 소자를 서로 다른 기

판에 각각 형성한 뒤, 상기 두 기판을 합착하여 유기 전계 발광 표시 장치를 제조함으로써, 불량률의 감소와 함께 생산 수

율의 향상을 기대할 수 있다.
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또, 제 2 전극을 각 서브픽셀 단위로 분리하기 위한, 제 1 버퍼층과 제 2 버퍼층에 형성된 트렌치의 변형을 방지함에 따라,

즉, 상기 제 2 버퍼층의 변형을 방지함에 따라, 각 서브픽셀간의 쇼트(short)불량을 방지할 수 있다.

또, 상부 발광형으로, 상부에 투명성의 도전물질로 전극을 형성함에 따라, 종래보다 광 효율을 향상시킬 수 있다.

상기에서는 본 발명의 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허 청구 범위에 기재

된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수

있을 것이다.

도면의 간단한 설명

도 1은 종래의 유기 전계 발광 표시 장치에 대한 개략적인 단면도이다.

도 2a 내지 도 2c는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 유기 전계 발광 표시 장치의 단면을 도시한 도면들이다.

도 3a 내지 도 3i는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 유기 전계 발광 표시 장치의 제조 공정을 설명하기 위해 도시한 공정도

들이다.

도 4a 내지 도 4f는 본 발명의 제 3 실시예에 따른 유기 전계 발광 표시 장치의 제조 공정을 설명하기 위해 도시한 공정도

들이다.

(도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명)

100 : 제 1 기판 110 : 제 1 전극

115 : 제 1 버퍼층 120 : 유기 발광층

125 : 중간층 130 : 제 2 전극

135 : 제 2 버퍼층 145 : 스페이서

200 : 제 2 기판

P, H : 트렌치(trench) E : 유기 전계 발광 다이오드 소자

Tr : 박막트랜지스터

도면

공개특허 10-2007-0070408

- 13 -



도면1

도면2a
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도면2b

도면2c

도면3a

도면3b

도면3c
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도면3d

도면3e

도면3f

도면3g
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도면3h

도면3i

도면4a

도면4b
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도면4d
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도면4f
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专利名称(译) 有机电致发光显示装置及其制造方法

公开(公告)号 KR1020070070408A 公开(公告)日 2007-07-04

申请号 KR1020050132917 申请日 2005-12-29

[标]申请(专利权)人(译) 乐金显示有限公司

申请(专利权)人(译) LG显示器有限公司

当前申请(专利权)人(译) LG显示器有限公司

[标]发明人 PARK JAE YONG
박재용
HWANG KWANG JO
황광조
PARK JONG WOO
박종우
CHOI HEE DONG
최희동
YU SANG HO
유상호
KIM JIN HYOUNG
김진형

发明人 박재용
황광조
박종우
최희동
유상호
김진형

IPC分类号 H05B33/22 H05B33/10

CPC分类号 H01L27/3251 H01L27/3267 H01L51/5203 H01L51/56

外部链接 Espacenet

摘要(译)

本发明涉及有机电致发光显示装置。并且形成在第一电极上的有机发光
层和形成在有机发光层上的第二电极，其中有机电致发光显示装置包括
形成在第一电极上的有机发光层，以及形成的第二电极包括在有机发光
层上。以这种方式，防止了第二缓冲层的变形。可以防止第二电极的短
路故障。双面板，有机电致发光显示装置，中间层，缓冲层。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/431ce3d0-303b-4a7b-b75b-1281a330af8f
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/038505708/publication/KR20070070408A?q=KR20070070408A

